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Ingeniero de Desarrollo e Investigacion especializado
en Ciencia de Materiales Semiconductores y
Tecnologia Laser con sdlida formacion doctoral

Sintesis y caracterizacion de aleaciones
semiconductoras del grupo IV con composicion
ajustable para ingenieria del band-gap. Procesado
selectivo mediante laser UV y tecnologias compatibles
con plataformas CMOS para aplicaciones optoelectronicas
e industriales.

Profesor de Fisica y Matematicas, Finsterwalde,
Alemania

Grupo FA3 Nuevos Materiales, Universidad de Vigo
Area de semiconductores, formacion doctoral en Fisica
Aplicada (tesis pendiente de defensa)

Actividad cientifica: planificacion de experimentos,
andlisis de muestras, simulacion numeérica y optimizacion
de procesos de recocido selectivo mediante laser
excimero UV (193 nm)

Proyectos: desarrollo y aplicacion de la tecnologia Pulsed
Laser Induced Epitaxy para aleaciones SiGeSn, GeMn y
GePb

Docencia: Fisica | y Il en Telecomunicaciones e Ingenieria
Forestal

Estancias de investigacion: Institut fiir
Halbleitertechnik (IHT), Universidad de Stuttgart,
Alemania (04/2013 — 05/2013)

Area de biomateriales, Grupo FA3 Nuevos Materiales

Participacion en el desarrollo y solicitud de la patente
ES2543848A1

Técnicas: espectroscopia Raman aplicada a biopsias y
andlisis de datos para diagnéstico oncol6gico

Practicas y tesis de master, Grupo FA3 Nuevos
Materiales, Universidad de Vigo
Nanostructuracion laser de sustratos poliméricos para

células solares flexibles; recocido mediante laser UV y
caracterizacion de capas delgadas de a-Si(Ge):H
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Practicas, Grupo FA3 Nuevos Materiales, Universidad
de Vigo

Funcionalizacion de superficies de polimeros HEMA
mediante laser UV para lentes intraoculares

Johannes-Althusius-Gymnasium, Emden, Alemania
Simulacién con DYNAST aplicada a la docencia de Fisica

Estancia internacional y tesis de grado, Grupo FA3
Nuevos Materiales, Universidad de Vigo

Deposicion de ceramicas biocompatibles
(hidroxiapatita) sobre implantes de titanio mediante PLD
y laser UV

BIOAVAN, CeSolLas, VIRTUSLASER, SIMBIO,
LaserActiv

Proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e
Innovacién, Xunta de Galicia, programas europeos y
colaboraciones bilaterales internacionales

Responsabilidades: crecimiento de aleaciones
semiconductoras, procesado laser y caracterizacion
estructural y 6ptica

Programa JSPS Core-to-Core y red EI4GrouplV

Colaboraciones cientificas con instituciones de Japon,
Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Francia en el
ambito de materiales semiconductores avanzados y
tecnologia laser

Master en Ingenieria Fisica, Universidad de Oldenburg,
Alemania

Nota final: sobresaliente

Especializacion en éptica, tecnologia laser y procesado de
polimeros

Grado en Ingenieria Fisica, Universidad de Oldenburg,
Alemania

Nota final: notable

Especializacion en tecnologia laser y deposicién de capas
delgadas

Beca asociada a programa de doctorado, Universidad
de Vigo

Premio al mejor pdster, 7th International Conference on
Si Epitaxy and Heterostructures, Leuven, Bélgica
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Beca gallega In.Ci.Te. 2007

Optica: Raman y TERS, elipsometria, espectroscopia
UV-Vis y FTIR, Surface Photovoltage Spectroscopy
Microscopia: SEM, (HR)TEM, STEM, EDS

Otras: (HR)XRD, TOF-SIMS, XPS

Microsoft Word, PowerPoint, Matlab, Python

Espanol, Inglés, Aleman (avanzado); Bulgaro (lengua
materna); Ruso (basicos)
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